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Важным этапом в процессе исследования низкоразмерных полупроводниковых структур является изготовление омических контактов, сохраняющих работоспособность до субгелиевых температур [1]. Для измерения их характеристик традиционно применяется метод передающей линии (TLM). Использование данного метода предполагает, что все контакты одинаковы и не влияют на характеристики проводящего слоя за исключением, возможно, небольшой приконтактной области.
При проведении подобных экспериментов с гетероструктурой GaAs/AlGaAs с двумерным электронным газом нами наблюдалась аномальная зависимость сопротивления зазора от его длины. При охлаждении ниже 100 К сопротивления более коротких зазоров сильно возрастали и превышали сопротивления более длинных, при этом их вольт-амперные характеристики оставались линейными. Аналогичное явление описано в [2]. Возможным объяснением этого является наличие пьезоэлектрического эффекта. За счет различия коэффициентов теплового расширения металла и полупроводника возникают механические напряжения, приводящие к возникновению пьезопотенциала, влияющего на концентрацию свободных носителей заряда. Расчеты в соответствии с традиционной моделью [3], не учитывающей влияния пьезоэффекта за пределами канала, показали, что уменьшение сопротивления с увеличением расстояния между контактами возможно только в узком диапазоне расстояний, на несколько порядков меньшем, чем в экспериментальной структуре. Было сделано предположение о наличии существенного влияния пьезозарядов, возникающих во всем объеме полупроводника, на проводимость канала. Соответствующие расчеты подтвердили возможность существования диапазона длинн зазоров, в котором при определенных параметрах структуры сопротивление уменьшается с увеличением длины. Таким образом, в структурах GaAs/AlGaAs обнаружено значительное влияние пьезоэффекта, которое необходимо учитывать при проектировании приборов микро- и наноэлектроники.
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